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摘要(译)

提供一种能够在真空沉积工艺中在大尺寸沉积基板上气相沉积的高精度
沉积掩模，以低成本容易地制造沉积掩模的方法，电致发光显示单元，
制造该单元的方法，以及包括电致发光显示单元的电子设备。沉积掩模
具有这样的配置，其中每个包括单晶硅衬底的一个或多个掩模芯片连接
到掩模支撑件。一个或多个掩模芯片连接到掩模支撑件的相应预定部
分，一个或多个掩模芯片的取向以使得单晶硅衬底的晶体取向沿预定方
向对准的方式布置，并且每个掩模芯片的单晶硅衬底具有开口。
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